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SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - IEISTUNGS ~ VARAKTORDIODE

fir Frequenzvervielfacher
mit Ausgangsfrequenzen bis ca. 500 MHz
und Eingangsleistungen bis 40 W

Mechanische Daten:
Gehduse: Metall, JEDEC DO0-4

Die Katode ist mit dem
Metallgehduse verbunden,

MaBangaben in mm,
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Kurzdaten:
Sperrspannung Up = max. 120 V
Verlustleistung bei 3¢ = 100 oc P = max. 10 L
Sperrschichttemperatur %3 = max, 175 oc
Kapazitét bei Up = 6 V, f = 1 MHz c = 28...39 pF
Serienwiderstand bei Up = 6 V, f = 400 MHz Rg £ 1,2 @
Grenzfrequénz fg = 25 GHz
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Absolute Grenzwerte: (gilltig bis 35 max)

Sperrspannung:
Verlustleistung:
Sperrschichttemperatur;
Lageruigstemperatur:

Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Geh&use:
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UR = max.
P = max,
SJ = max,
GS = min,
Ss = max,
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Kennwerte:

Kapazitit bei Up =6V, £ =1 MAz:
Serienwiderstand bei Up=6V,

400 MHz:
Grenzfrequenz bei UR = 120 V:
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Betriebswerte als Frequenzverdréifacher von 150 MAz auf 450 MAz:

Wirkungsgrad bei Eingangsleistung Py = 25 W: n =64 (2 60) %
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R = 100 ko - L; = 6,5 Wdgn. 1,3 mm Cu,
€y = 7...100 pF ) Lénge 14,3 mm, Innen- # 7,5 mm
Cy = 2,..13 pF Ly = 2 Wdgn., 2 mm Cu,
Cy = 2...13 pF Linge 7,9 mm, Innen— 46,7 nm
Cq4 = 2.,..13 pF Lz = Kupferband 0,5 mm x 6,3 mm,
i h is-Abstand 14,3
Cs = 2...25 pF Linge 25,4 mm, Chassis stan ;3 mm
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